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Mitsubishi Electric levererar prover pa HVIGBT-modul i S-serien
Konstruerad for extra kraftfulla och effektiva véaxelriktarsystem som anvands inom jarnvag,
elkraftsystem och annat

S1-seriens HVIGBT-modul

TOKYO, 23 december 2024 — Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man
kommer att borja leverera prover pa tva nya moduler i S1-seriens HVIGBT (High Voltage Insulated Gate

Bipolar Transistor), bada klassade till 1,7 kV, for stor industriell utrustning som jarnvagsvagnar och DC-
stromsandare fran den 26 december. Tack vare egenutvecklade IGBT-enheter (Insulated Gate Bipolar
Transistor) och isoleringsstrukturer ger de nya modulerna utmarkt tillforlitlighet och lag effektforlust och
termisk resistans, vilket forvantas 6ka véxelriktarnas tillforlitlighet och effektivitet i stor industriell utrustning.
Mitsubishi Electrics 1,7 KV HVIGBT-moduler, som lanserades 1997 och &r higt ansedda for deras utméarkta

prestanda och hoga tillforlitlighet, anvands som véxelriktare i manga kraftsystem.
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De nya modulerna i S1-serien innehéller Mitsubishi Electrics egenutvecklade RFC-diod (Relaxed Field of
Cathode) som 6kar RSSOA (Reverse Recovery Safe Operating Area) med 2,2 ganger jamfort med tidigare
modeller” for forbattrad tillforlitlighet i véxelriktare. Dessutom bidrar anvandningen av ett IGBT-element med
en CSTBT™ (Carrier Stored Trench Gate Bipolar Transistor) till att minska bade effektforlust och termisk
resistans for effektivare véxelriktare. Darutdver okar Mitsubishi Electrics egenutvecklade isoleringsstruktur
isolationsspanningsresistansen till 6,0 KV rms, 1,5 ganger hogre an tidigare produkter”, vilket ger mer flexibla

isoleringsdesigner for kompatibilitet med ett brett utbud av véxelriktartyper.

Produktegenskaper
1) Egenutvecklad RFC-diod, IGBT-element och CSTBT-struktur ger tillforlitliga och effektiva

véxelriktare
- Anvéandningen av en egenutvecklad RFC-diod forbéattrar véaxelriktarens tillforlitlighet genom att tka
RRSOA:s motstandskraft med 2,2 ganger jamfort med befintliga modeller, vilket utokar det
garanterade omradet dar backningsstrom och backspanning under omkoppling inte orsakar skador.
- RFC-dioder och IGBT-element i kombination med en CSTBT-struktur minskar effektforlust och
termisk resistans, vilket okar véxelriktarens effektivitet.
2) 1,5 ganger hogre isolationsspanning for kompatibilitet med olika véaxelriktare
- Mitsubishi Electrics egenutvecklade isoleringsstruktur forbattrar isoleringsspanningsmotstandet till
6,0 kVrms, 1,5 ganger hogre &n befintliga produkter, vilket 6kar den interna isoleringskonstruktionens
flexibilitet for kompatibilitet med olika typer av vaxelriktare.
3) Dimensionell kompatibilitet med befintliga produkter forenklar véxelriktarens design
- Genom att bibehélla samma externa dimensioner som befintliga produkter” mojliggér modulerna

enkelt utbyte for att forenkla och forkorta processen med att konstruera nya véxelriktare.

*  Jamforelse med CM1200DC-34N, CM1200E4C-34N och CM1200DC-34S.
**  Mitsubishi Electric:s egenutvecklade IGBT-kretskonstruktion med barlagringseffekt.
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Huvudspecifikationer

. . Befintliga produkter
Serie Nya S1-serien - -
S-serien N-serien
Typ CM1200DC- | CM1200E4C- | CM1200DC- | CM1200DC- | CM1200E4C-
34S1 34S1 34S 34N 34N
Markspéanning 1,7 kv 1,7 kV 1,7 kV
Markstrom 1200A 1200 A 1200 A
Isoleringsspénning 6.0kVrms 4.0kVrms 4.0kVrms
. Dual Type Dual Type Dual Type
Anslutning (dubbel)gp) Choppertyp (dubbel)gp) (dubbel);f/p) Choppertyp
Matt (BxD) 130x140 mm 130x140 mm 130x140 mm
Efter
Pris Efter individuell offert individuell Efter individuell offert
offert
Provleverans 26 december 2024 1 januari 2013 1 april 2004

Krafthalvledare som effektivt omvandlar elektricitet anvands allt oftare for att forverkliga ett samhélle dar

fossila brénslet fasas ut. Krafthalvledarmoduler for stor industriell utrustning anvands i

stromomvandlingsenheter som vaxelriktare i stromrelaterade system, inklusive jarnvéagssystem, nataggregat
och DC-stromsandare. Det finns ett véxande behov av hdgeffektiva produkter med hoég kapacitet som
ytterligare kan forbattra effektiviteten vid stromomvandling. Dessutom maste sadana produkter ha hdg
isolationsspénningsresistans for att sékerstalla tillforlitlighet och minska risken for interna kortslutningar och

lackstrommar i vaxelriktare for storre sakerhet.

Webbplats

https!//www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/powerdevices/

CSTBT &r ett varumarke som tillhér Mitsubishi Electric Corporation.

HiH#

Om Mitsubishi Electric Corporation

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har mer an 100 ars erfarenhet av att tillhandahalla
tillforlitliga och hogkvalitativa produkter och &r en erkénd global ledare inom tillverkning, marknadsforing
och forséljning av elektrisk och elektronisk utrustning som anvénds i behandling av information och
kommunikation, rymdteknik och satellitkommunikation, konsumentelektronik, industriteknik, energi-,
transport- och byggutrustning. Mitsubishi Electric berikar samhéllet med teknik i enlighet med foretagets
motto, “Changes for the Better”. Foretaget noterade en omsittning pa 5 257,9 miljarder yen (34,8 miljarder*
dollar) under rakenskapsaret som avslutades den 31 mars 2024. Mer information finns pa
www.MitsubishiElectric.com

*Belopp i amerikanska dollar har omvandlats fran yen till kursen 151 JPY=1 USD, den ungefarliga kursen pa

Tokyobdrsen den 31 mars 2024.
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